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摘要(译)

描述了一种微器件转移头阵列和从SOI衬底形成微器件转移阵列的方法。
在一个实施例中，微器件转移头阵列包括基础衬底和在基础衬底上方的
图案化硅层。图案化的硅层可以包括硅互连和与硅互连电连接的硅电极
阵列。每个硅电极包括在硅互连上方突出的台面结构。介电层覆盖每个
台面结构的顶表面。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/235e640d-32e0-4be8-bc41-0b192dc18a92
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049621925/publication/US9548233B2?q=US9548233B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9548233.PN.&OS=PN/9548233&RS=PN/9548233

